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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年12月28日(2016.12.28)

【公表番号】特表2016-504759(P2016-504759A)
【公表日】平成28年2月12日(2016.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2016-010
【出願番号】特願2015-543112(P2015-543112)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/322    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/324    (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  29/06     (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  33/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/322    　　　Ｙ
   Ｈ０１Ｌ   21/324    　　　Ｘ
   Ｃ３０Ｂ   29/06     　　　Ｂ
   Ｃ３０Ｂ   33/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月8日(2016.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チョクラルスキ法で成長した単結晶シリコンインゴットから切り出された単結晶シリコ
ンウエハを熱処理して、続く熱処理工程でウエハ中の酸素の析出挙動に影響を与えるプロ
セスであって、シリコンウエハは、表面と、裏面と、表面と裏面との間の中央プレーンと
、表面から中央プレーンに向かって、表面から距離Ｄだけ軸方向に延びるウエハの領域を
含む表面層と、中央プレーンと表面層との間のウエハの領域を含むバルク層とを有し、こ
のプロセスは、
　ウエハに熱処理を行い、ウエハの表面層およびバルク層の中の結晶格子空孔を含む、所
定の濃度の酸素析出核をウエハ中に導入する工程であって、酸素析出核の少なくとも一部
は不活性な酸素析出核であり、一部は活性な酸素析出核であり、酸素析出核は、ＮＥＣ１
酸素析出熱処理を行った場合に、活性な酸素析出核は酸素析出物に変わり、不活性な酸素
析出核は酸素析出物に変わらないことを特徴とする工程と、
　熱処理されたウエハの冷却速度を制御し、所定の濃度プロファイルの酸素析出核を有す
るウエハを作製する工程であって、最大濃度はバルク領域中にあり、その濃度はウエハの
表面方向に次第に減少し、表面層とバルク層の中の酸素析出核の濃度の違いは、ウエハに
続いて酸素析出熱処理が行われた場合に、酸素析出の無い裸の領域が表面層中に形成され
、酸素析出核に主に依存した酸素析出物の濃度をバルク層中に有する、酸素析出物がバル
ク層中に形成される工程と、
　少なくとも約４００℃で、約６００℃を超えない温度で、少なくとも約１時間、ウエハ
の熱処理を行い、ウエハ中の不活性な酸素析出核の少なくとも一部を活性化する工程と、
を含むプロセス。
【請求項２】
　不活性な酸素析出核の少なくとも一部を活性化する熱処理は、少なくとも約４５０℃の
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温度で行われる請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　不活性な酸素析出核の少なくとも一部を活性化する熱処理は、少なくとも約２時間行わ
れる請求項１または２に記載のプロセス。
【請求項４】
　不活性な酸素析出核の少なくとも一部を活性化する熱処理は、約４００℃から約４５０
℃の温度で、少なくとも約１０時間行われる請求項１または２に記載のプロセス。
【請求項５】
　ウエハの表面層およびバルク層中の、所定の濃度の、結晶格子空孔を含む酸素析出核を
ウエハ中に導入する熱処理は、少なくとも約１１００℃の温度で行われる請求項１～４の
いずれかに記載のプロセス。
【請求項６】
　ウエハの表面層およびバルク層中の、所定の濃度の、結晶格子空孔を含む酸素析出核を
ウエハ中に導入する熱処理は、約１１００℃から約１２００℃の温度である請求項１～４
のいずれかに記載のプロセス。
【請求項７】
　表面層およびバルク層中の、所定の濃度の、結晶格子空孔を含む酸素析出核をウエハ中
に導入する熱処理は、約１秒間から約６０秒間行われる請求項５または６に記載のプロセ
ス。
【請求項８】
　平均冷却速度は、少なくとも毎秒約５℃である請求項１～６のいずれかに記載のプロセ
ス。
【請求項９】
　ウエハ中の不活性な酸素析出核の実質的に全てが活性化される請求項１～８のいずれか
に記載のプロセス。
【請求項１０】
　ウエハが毎秒約５０℃以下の速度で冷却され、ＮＥＣ１酸素析出熱処理を行った場合に
、ウエハに、少なくとも約７．５×１０１０ｃｍ－３、または少なくとも約９．０×１０
１０ｃｍ－３、または少なくとも約１．０×１０１１ｃｍ－３の密度の酸素析出物を形成
できる請求項１～９のいずれかに記載のプロセス。
【請求項１１】
　ウエハに酸素析出熱処理を行う工程を含む請求項１～１０のいずれかに記載のプロセス
。
【請求項１２】
　酸素析出熱処理は、電子デバイス製造工程に含まれるプロセスである請求項１１に記載
のプロセス。
【請求項１３】
　不活性な酸素析出核の少なくとも一部を活性化する熱処理は、アルゴン、ヘリウム、ネ
オン、二酸化炭素、およびそれらの混合物から選択される雰囲気中で行われる請求項１～
１２のいずれかに記載のプロセス。
【請求項１４】
　Ｄは、少なくとも約１０μｍである請求項１～１３のいずれかに記載のプロセス。
【請求項１５】
　不活性な酸素析出核を活性化するためのプロセスであって、チョクラルスキ法で成長し
た単結晶シリコンインゴットから切り出され、表面と、裏面と、表面と裏面との間の中央
プレーンと、表面から中央プレーンに向かって、表面から距離Ｄだけ軸方向に延びるウエ
ハの領域を含む表面層と、中央プレーンと表面層との間のウエハの領域を含むバルク層と
を有するウエハ中に、結晶格子空孔を含み、ウエハは、ウエハの表面層とバルク層の中に
、結晶格子空孔を含む所定の濃度の酸化物析出核を有し、酸素析出核の少なくとも一部は
不活性な酸素析出核であり、一部は活性な酸素析出核であり、酸素析出核は、ＮＥＣ１酸
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素析出熱処理を行った場合に、活性な酸素析出核は酸素析出物に変わり、不活性な酸素析
出核は酸素析出物に変わらないことを特徴とし、酸素析出核の濃度プロファイルは、最大
濃度はバルク領域中にあり、その濃度はウエハの表面方向に次第に減少し、このプロセス
は、
　少なくとも約４００℃で、約６００℃を超えない温度で、少なくとも約１時間、ウエハ
の熱処理を行い、ＮＥＣ１酸素析出熱処理を行った場合に酸素析出物を形成できるように
、不活性な酸素析出核を活性化する工程を含むプロセス。
【請求項１６】
　不活性な酸素析出核の少なくとも一部を活性化する熱処理は、少なくとも約４５０℃の
温度で行われる請求項１５に記載のプロセス。
【請求項１７】
　不活性な酸素析出核の少なくとも一部を活性化する熱処理は、少なくとも約２時間行わ
れる請求項１５または１６に記載のプロセス。
【請求項１８】
　不活性な酸素析出核の少なくとも一部を活性化する熱処理は、約４００℃から約４５０
℃の温度で、少なくとも約１０時間行われる請求項１５または１６に記載のプロセス。
【請求項１９】
　ウエハ中の不活性な酸素析出核の実質的に全てが活性化される請求項１５～１８のいず
れかに記載のプロセス。
【請求項２０】
　ウエハに酸素析出熱処理を行う工程を含む請求項１５～１９のいずれかに記載のプロセ
ス。
【請求項２１】
　酸素析出熱処理は、電子デバイス製造工程に含まれるプロセスである請求項２０に記載
のプロセス。
【請求項２２】
　不活性な酸素析出核の少なくとも一部を活性化する熱処理は、アルゴン、ヘリウム、ネ
オン、二酸化炭素、およびそれらの混合物から選択される雰囲気中で行われる請求項１５
～２１のいずれかに記載のプロセス
【請求項２３】
　Ｄは、少なくとも約５０μｍである請求項１５～２２のいずれかに記載のプロセス。
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